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摘  要：
  GaN功率器件以其高临界击穿电场  、高迁移率、高频开关能力、宽工作温域等卓越特性  ，成

为未来高效高功率密度电力能源管理系统的有力候选者  。目前，650V及以下电压等级的GaN分立

器件在手机快充等领域获得一定的商业成功  。然而，工业/汽车等应用场景，对GaN功率器件提出

了更多的挑战：第一  、如何进一步提升  GaN功率芯片的开关频率  ，从而提升系统功率密度  。GaN

功  率  器  件  固  有  的  高  频  工  作  能  力  ，  限  于  分  立  器  件  之  间  的  寄  生  电  感  效  应  ，  难  以  充  分  发  挥  。  通  过  发  展

GaN功率集成技术  ，将有效消除寄生电感效应  ，大幅度提升系统开关频率；第二  、如何第一步提

升GaN功率芯片的工作电压等级  。动态电阻效应、电场聚集效应等制约了更高压  GaN器件及集成

电路的发展  ，因此有必要提出创新方法攻克上述难题；第三  、如何进一步提升  GaN功率芯片的可

靠性。目前GaN器件难以满足工业应用所需要的短路安全  、雪崩耐量等要求，因此有必要提出创

新的器件与工艺方法  。理解上述挑战的机制  ，提出解决方案  ，将推动GaN从消费电子领域进入更

广泛的工业/汽车电子领域。
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